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ADS模式低存储电容像素设计
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摘要:高级超维场转换技术(AdvancedSuperDimensionSwitch,简称 ADS)是以宽视角技术为代表的核心技术统称,其
显示模式过大的存储电容(Cst)成为限制DualGateGOA４KTV应用的主要因素.在较短的充电时间内,像素为了维持

相同的充电率,需要降低Cst.本文采用一种双条形电极 ADS结构(DualSlitADS),其中像素电极与公共电极交叠区域

形成 ADS结构,像素电极与公共电极间隔区域形成共面转换(IPS)结构,通过减少像素电极与公共电极的交叠面积,起
到降低 ADS模式Cst的目的.模拟结果表明:当 ADS显示模式采用 DualSlitADS设计时,像素的Cst可以下降３０％~
４０％.实验结果表明:采用LowCstPixelADS设计时,VGH Margin可以增大２．５V,但受到像素电极和公共电极的对

位影响,透过率下降５％.
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LowstoragecapacitancepixeldesignofADSmode

LIPeng∗ ,PIAOZhengＧhao,JINXiＧzhe,JINZaiＧguang,SHANGFei,

QIU HaiＧjun,GAO WenＧbao,HANQianＧhao

(ChongqingBOEOptoelectronicsTechnologyCO．,LTD,Chongqing４００７００,China)

Abstract:AdvancedSuperDimensionSwitch(ADS)isatypeofwideviewTFTＧLCDtechnologyand
widelyusedinthecommercialTVdisplayinrecentyears．However,thehighCst(capacitancestorage)

ofADStechnologyisthemainrestrictiononDualGateGOA４KTV．Inordertomaintainthesame
chargingrateinsmallerchargingtime,thepixelneedstoreducetheCst．Inthisstructure,theADS
structureisformedbytheoverlappingareabetweenthepixelelectrodeandthecommonelectrode,a
coplanarconversion(IPS)structureisformedbetweenthepixelelectrodeandthecommonelectrode
space．Byreducingthepixelandcommonelectrodeoverlapareas,thestoragecapacitorofADSmode
aredecreased．ThesimulationresultsshowthatthepixelCstcandrop３０％to４０％,whentheDual
SlitADSDesignisusedinADSmode．TheexperimentalresultsshowthatusingtheLowCstPixel
ADSdesign,VGH Margincanbeincreased２．５V,butaffectedbythepixelelectrodeandthecommon
electrodecounterpoint,thetransmittancewilldrop５％．
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１　引　　言

　　ADS显示模式具有宽视角、快速响应和高对

比度等优势,成为 TV 产品的主流显示模式[１Ｇ４].
目前,TFTＧLCD行业已趋于成熟,TV 产品逐渐

向着高 分 辨 率、大 屏 化 和 高 性 价 比 等 方 向 发

展[５Ｇ７].由于双栅极(DualGate)产品可以减小一

半的信号集成电路(SourceIC),同时 GOA[８Ｇ１１]产

品无栅极集成电路(GateIC),可以大大降低显示

屏生产过程中 的 生 产 工 序 和 生 产 成 本.因 此

DualGateGOA４KTV 成为目前市场上最具竞

争力的 TV 产品之一.但是,由于 DualGate产

品本身两倍的 Gate数量,像素的充电时间减小一

半,并且 GOA 单元的驱动延迟也会降低像素的

充电时间,因此相比于普通４KTV,像素的充电

时间大大减少.在 ADS显示模式中,像素电极和

公共电极的交叠面积构成像素的存储电容.由于

像素电极和公共电极的交叠面积很大,导致 ADS
模式具有很大的存储电容.在较短的充电时间

内,像素充电率不能保证成为限制 ADS 模式

DualGateGOA４KTV开发的主要因素.
本文提出一种DualSlitADS电极结构,像素

电极与公共电极交叠区域形成 ADS结构,像素电

极与公共电极的间隔区域形成IPS结构,通过减

少像素电极与公共电极的交叠面积,起到降低

ADS模式Cst的目的.

图１　传统 ADS结构

Fig．１　NormalADSStructure

２　器件结构

传统 ADS显示模式的电极结构如图１所

示,其中蓝色面状电极为公共电极,红色条形电

极为像素电极,像素电极的宽度为 W１,电极间

隙为S１.通过像素电极与公共电极形成的边缘

电场驱动液晶分子转动.像素电极与公共电极

的交叠部分构成像素的Cst,用来维持一帧时间

液晶分子的驱动状态,从而达到显示目的.传

统 ADS显示模式,像素电极与公共电极交叠面

积构成Cst,由于交叠面积过大,因此具有很大

的Cst.
本文提出一种DualSlitADS电极结构,结构

如图２所示.其中,红色条形电极为像素电极,电
极的宽度为W１,电极间隙为S１;蓝色条状电极为

公共电极,电极的宽度为W２,电极间隙为S２.公

共电极中心与像素电极中心相同,且像素电极和

公共电极周期具有以下关系:２(W１＋S１)＝W２＋
S２.此结构中像素电极与公共电极交叠区域形

成 ADS结构,像素电极与公共电极间隔区域形成

IPS结构,通过减少像素电极与公共电极的交叠

面积,起到降低 ADS模式存储电容的目的.

图２　DualSlitADS结构

Fig．２　DualSlitADSStructure

３　结构模拟与结果

通过模拟该结构的电光特性曲线(VT曲线)
和电压电容曲线(VC 曲线)来验证优化(使用

TechwizLCD３D模拟软件).ADS显示模式光

透过率公式如式(１)所示:

T＝１/２sin２２φsin２(πΔnd/λ), (１)
其中:λ为入射光波长,φ为 LC指向矢与偏光片

之间方位角,Δn 为LC双折射率,d 为器件盒厚.
在本文中,模拟使用的入射光波长为５５０nm,对
应LC的双折射率为０．１.传统 ADS结构的盒厚

设定为d＝３．５μm,电极条件设定为:W１＝２．５

μm、S１＝５．５μm.
维持DualSlitADS的盒厚,变更像素电极和

公共电极的电极宽度与电极间隙.当 W１＝２．５

μm、S１＝５．５μm、W２＝９．５μm、S２＝６．５μm 时,
相比于传统 ADS模式,DualSlitADS结构的Cst

下降３３％,VT曲线和 VC曲线如图３所示.
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(a)

(b)

图３　传统 ADS模式与 DualSlitADS结构VＧT 曲

线(a)与VＧC 曲线(b)

Fig．３　VＧTcurveandVＧCcurveofnormalADSand
dualslitADSstructure

(a)

(b)

图４　传统 ADS模式与 DualSlitADS结构VＧT 曲

线(a)与VＧC 曲线(b)

Fig．４　VＧTcurveandVＧCcurveofnormalADSand
dualslitADSstructure

　　进一步对 Pixel电极与公共电极的W/S 进

行优化,当W１＝２．５μm、S１＝６．５μm、W２＝１１．５

μm、S２＝６．５μm 时,相比于传统 ADS模式,Dual
SlitADS结构的Cst下降４１％,VＧT 曲线和VＧC
曲线如图４所示.

４　实验验证与结果

在３２HD上变更像素电极和公共电极进行结

构验证.图５(a)为３２HDNormalADS与 Dual
SlitADSVＧT 曲 线 对 比,图 ５(b)为 ３２ HD
NormalADS与 DualSlitADSVGH Margin对

比(Cst越小,VGH Margin增大).实验表明,相
比 NormalADS,DualSlitADS的透过率下降

５％,VGH Margin增大２．５V.由于像素电极与

公共电极同为条形电极,二者之间对位对透过率

影响较大.

(a)

(b)

图５　３２HDNormalADS与LowCstPixelADSVＧ
T 曲线(a)与VghＧT 曲线(b)

Fig．５　VＧTcurveandVghＧTcurveof３２HDnormal

ADSanddualslitADS

５　结　　论

本文提出一种 DualSlitADS电极结构,像
素电极与公共电极交叠区域形成 ADS结构,像
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素电极与公共电极间隔区域形成IPS结构,通
过减少像素电极与公共电极的交叠面积,起到

降低 ADS模式存储电容的目的.模拟结果表

明:当采用 DualSlitADS结构时,Cst可以下降

３０~４０％.实 验 结 果 表 明:采 用 低 存 储 电 容

ADS设计时,VGH Margin可以增大２．５V,但
受到像素电极和公共电极的对位影响,透过率

下降５％.
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